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沟槽栅 ＭＯＳＦＥＴ器件 ＳＰＩＣＥ模型
刘　超　 张春伟　 刘斯扬　 孙伟锋

（东南大学国家专用集成电路系统工程技术研究中心，南京 ２１００９６）

摘要：针对沟槽栅纵向双扩散场效应晶体管（ｔｒｅｎｃｈｇａｔｅＭＯＳＦＥＴ），提出了一种新型的ＳＰＩＣＥ模型．通过对
沟槽栅ＭＯＳＦＥＴ器件的物理特性及其内在结构分析，建立了漂移区电阻模型．为了准确模拟器件的动态特
性，对栅源电容、栅漏电容及源漏电容分别建立了模型．考虑了器件的自热效应、温度效应及击穿特性，建立
了自热模型和击穿电压模型，并对模型温度参数进行了修正．通过器件测试结果验证，各参数测试结果和对
应模型的仿真结果误差均小于５％．因此，该模型能准确地反映器件的静态和动态特性．
关键词：沟槽栅ＭＯＳＦＥＴ；ＳＰＩＣＥ模型；漂移区电阻模型；动态模型
中图分类号：ＴＮ３８６
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